
ミスト CVD法による ScAlMgO4基板上 Ga2O3成長の成長温度依存性 
Growth temperature dependence of Ga2O3 growth on ScAlMgO4 by mist CVD 
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 Ga2O3はパワーデバイスへの応用が期待されており、近年では、ミスト CVD法でサファイア基

板上に成長した α-Ga2O3 を用いたショットキーバリアダイオードが実現されている[1]。一方、

Ga2O3は熱伝導率が極めて小さく、Ga2O3デバイスの放熱に課題がある。そこで、強い c面劈開性

をもち、基板剥離が容易な ScAlMgO4（SAM）基板上に Ga2O3薄膜が成長できれば、この問題を改

善できると期待される。我々はこれまでに、ミスト CVD 法を用いて SAM基板上に Ga2O3薄膜を

成長し、成長温度 500～700 C で ε-Ga2O3が支配的に成長すること、成長後に 800～900 C でアニ

ール処理すると ε-Ga2O3から β-Ga2O3に相転移することを見出した[2]。今回は、アニール処理によ

って安定な β-Ga2O3が得られたことから、より高温で SAM 基板上に Ga2O3をミスト CVD 法で成

長し、成長のみで β-Ga2O3が得られるかを調べた。 

 10 mm角の c面 SAM基板を用いた。Ga2O3成長は温度 900、1000、1100 Cと変化させ、時間は

20分で固定した。Ga原料溶液は、原料前駆体の Ga(acac)3と HClを超純水に加え、Gaイオン濃度

が 0.05 mol/L となるように調製した。得られた薄膜を SEM、XRD、TEMにより評価した。 

 Fig. 1に成長試料の XRD 2θ-ω測定結果を示す。900 Cでは β-Ga2O3と ε-Ga2O3が混在している

のに対し、1000 C 以上では β-Ga2O3(4
_

02)回折ピークが観察された。Fig. 2 に 1000 Cで成長した

試料の断面 TEM 像と制限視野回折像を示す。方位関係の異なる微結晶が混在している部分も見

られたが、表面平坦な領域では、SAM基板上に β-Ga2O3がエピタキシャル成長しており、その方

位関係は、β-Ga2O3(4
_

02)//SAM(0001)、β-Ga2O3[01
_

0]//SAM[112
_

0]、β-Ga2O3[001]//SAM[11
_

00]であった。 
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Fig. 1 XRD 2θ-ω profiles of Ga2O3 

films grown on SAM substrates with 

different growth temperatures. 

Fig. 2 Cross-sectional TEM images and diffraction patterns 

of Ga2O3 films grown on SAM substrates at 1000℃. 

2023年第70回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2023 上智大学　四谷キャンパス+オンライン)16p-E102-1 

© 2023年 応用物理学会 16-037 21.1


